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１．概要（Summary） 

 太陽電池は発展著しいクリーンエネルギー源である。現

在主流の太陽電池材料である結晶 Siはその変換効率は

限界に近付いている。付加価値の高い次世代太陽電池

材料として有毒物質やレアメタルを含まない環境調和型

半導体でありエネルギーバンド構造が直接遷移型でもあ

る Cu-Zn-Sn-S (CZTS) の研究が盛んに行われている。   

 CZTSによる金属・半導体接触ダイオード（ショットキーバ

リアダイオード）を作製し、その電気的特性（電流・電圧特

性、容量・電圧特性、光容量測定など）を評価を行うこと

は CZTS の電気・電子的特性や結晶性を調査するのに

多くの有用な知見をもたらすことが期待される。しかし、

CZTS の電極金属の研究はまだ緒についたばかりであり

具体的な金属製膜方法も未踏の領域であり、利用者本務

校の設備では成膜が難しい状況である。そこで、本案の

ナノテクノロジープラットフォーム事業の助成を仰ぎ、東北

大学ナノテク融合技術支援センターの装置の利用に

よってこれらの金属薄膜の形成を行った。  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

芝浦スパッタ装置、電子ビーム蒸着装置 

【実験方法】 

CZTS薄膜試料はソーダガラス基板上にスピンコート法

で成膜した。CZTS(本研究では p 形半導体）に対して Ni

および Ptがその仕事関数差１から有望なショットキー接触

となる金属の候補である 1。ナノテク融合技術支援セン

ターの EB 蒸着装置及びスパッタリング装置を利用して

Niおよび Ptの金属薄膜の形成を行い、金属-CZTSショ

ットキーバリアダイオードの作製を目指した。Ni について

は堆積レート 25 nm/minで 14分間行い、350 nmの厚み

のNi薄膜の形成を行った。Ptについては堆積レートは35 

nm/minで 10分間行い、350 nmの厚みのPt薄膜の形

成を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 スパッタリングによるNiを用いた場合はオーミック接触に

なることが確認され、その抵抗値は 3.7 kΩであった。 

 一方で Pt/CZTSのサンプルは Fig. 1のような順バイア

ス印加時と逆バイアス印加時で非対称性および、非線形

性の特性が見られたことから、ショットキー障壁が金属 Ptと

半導体 CZTSの間で生じていると考えられる。 

 今後、CZTS 薄膜および Pt 金属膜形成の最適化による

漏れ電流の低減を行う。それと並行して本サンプルの低

温特性の調査と C-V 測定、フォトキャパシタンス測定

（PHCAP）などを行い、より詳細な CZTS 結晶の物性の評

価を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 I-V curve of Pt/CZTS contact SB diode sample. 
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